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概要：電力増幅器を作成する際に一番注意が必要な事項として発振の問題がある。特に 60GHz 

帯では、トランジスタなどのモデルが提供されていないため、各自モデルを作成しなければ

ならない。しかし、モデルの作成には正確な測定評価技術を必要とするため、誤差がでやす

い。その誤差によって電力増幅器の回路が発振してしまう可能性があるので、モデルの誤差

と発振の関係について解析を行った。 

結果：作成した電力増幅器の安定係数に関してシミュレーション・実測結果を図に示す。シ

ミュレーションではトランジスタのモデルとして 2パターンの実測結果を元にしており、そ

れぞれトランジスタ単体による TEG の状態での引き出し線の長さが 10µm, 50µm と異なって

いる。引き出し線の差により S12に差があり、S12 の大きい引き出し線が 50µm のトランジス

タモデルを使用した場合は発振の傾向が顕著にでており、実測にかなり近い結果となった。

このように S12のわずかな誤差でも、60GHz 帯での電力増幅器においては発振に大きく影響することを確認した。 
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